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Технологические особенности получения полупроводниковых квантовых точек и возможности применения в электронике.
Провести анализ технологических процессов получения полупроводниковых квантовых точек таких как: молекулярно-лучевая эпитаксия, эпитаксия с помощью металл-органических соединений, ионно-лучевое распыление и др. Рассмотреть особенности получения квантовых точек германия на кремнии, арсенида индия на арсениде галлия и возможности использования их для полупроводниковых лазеров, солнечных элементов и др. Провести исследования полученных квантовых точек на современном исследовательском оборудовании.
 
Задание:
планирование эксперимента;
подготовка полупроводниковых образцов для получения  квантовых точек;
проведение эксперимента (получение квантовых точек германия на кремниевой подложке с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии на установке ЦНА, а также с помощью лазерного напыления и исследование полученных образцов с квантовыми точками с помощью атомно-силовой микроскопии и рамановской спектроскопии);
обобщение результатов работы;
рекомендации к использованию полученных данных для научных и исследовательских организаций.
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